
低雜訊高電阻溫度係數鑭鈣鍶錳氧塊材之傳輸特性研究

陳信偉、王立民 ; 李得勝

E-mail: 9806482@mail.dyu.edu.tw

摘 要

本研究論文在探討以固態燒結法製作La0.75Ca0.25-xSrxMnO3系列塊材(x=0、0.05、0.08、0.1、0.15、0.2)。我們研究Sr在

不同摻雜比例之下，其電阻-溫度係數(Temperature Coefficient of Restistance，TCR)，及金屬-絕緣轉換溫度(Metal-insulator

Transition Temperature，TP)之性質。我們發現當x愈大(Sr摻雜比例愈高)，其TP愈大，且其最大TCR值(TCRMAX)則呈現

越小的趨勢。且我們對於La0.75Ca0.15Sr0.1MnO3之樣品來討論，研究在不同通氧退火條件下(900~1050℃)對其O/Mn原子

的比例、TCRMAX及金屬-絕緣轉換溫度(TP)之影響。我們發現在通氧退火1000℃下有其最大TCR值，TCRMAX由未退火

前的6.45%/K提升至9.81%/K，TP也由未退火前的299 K提高為316 K，其O/Mn原子的比例約為4.1左右。

其次，我們利用載子密度崩陷(current-carries-density-collapse)模型，推導出TCRMAX與雙極化子結合能(bipolaron binding

energy， λ1)的關係，可以預期，當λ1越低時，其TCRMAX值則會越高。

最後，利用本實驗室自製之低雜訊放大器，來量測樣品的熱雜訊，我們發現其雜訊值低於1.2×10-9 V Hz-0.5以下。

關鍵詞 : 紅外線偵測器、電阻溫度係數、金屬-絕緣轉換溫度、載子崩潰模型、雙極化子、熱雜訊
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